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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月7日(2018.8.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板（１０）と、前記半導体基板の表面（１０ａ）及び裏面（１０ｂ）に配置さ
れた電極と、を備え、縦型の半導体素子が形成されたセル領域（１２）と、前記半導体基
板の厚さ方向と直交する平面で前記セル領域を囲んでいる外周領域（１４）と、が形成さ
れた半導体装置であって、
　前記半導体基板は、
　前記セル領域の前記表面における表層に形成された表側半導体層（２６，２８，３０）
と、
　前記外周領域の前記表面における表層に形成され、耐圧を向上するための耐圧向上部（
４０）と、
　前記セル領域及び前記外周領域の前記裏面における表層に形成された裏側半導体層（３
２，３４，３８）と、
　前記セル領域における前記表側半導体層と前記裏側半導体層との間、及び、前記外周領
域における前記耐圧向上部と前記裏側半導体層との間に形成されたドリフト層（３６）と
、を有し、
　前記外周領域では、前記セル領域に対して、前記ドリフト層が前記裏面側に突出してお
り、
　前記裏側半導体層と前記ドリフト層との境界面では、前記外周領域における前記ドリフ
ト層の突出により形成された段差部分（３６ａ）が曲面形状をなし、
　前記段差部分は、前記外周領域における前記セル領域との境界とは距離をおいて前記セ
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ル領域の内部に形成されている半導体装置。
【請求項２】
　前記セル領域は、前記厚さ方向と直交する平面において、前記外周領域と隣接して環状
に形成されたセル外側領域（１２ａ）と、前記セル外側領域に囲まれているセル内側領域
（１２ｂ）と、を有し、
　前記セル内側領域の前記表側半導体層は、前記半導体素子として機能し、
　前記セル外側領域の前記表側半導体層は、前記半導体素子として機能しない請求項１に
記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記半導体素子は、ＩＧＢＴ素子であり、
　前記セル内側領域の前記表側半導体層には、エミッタ領域が形成されていることにより
前記ＩＧＢＴ素子として機能し、
　前記セル外側領域の前記表側半導体層には、前記エミッタ領域が形成されておらず、前
記ＩＧＢＴ素子として機能しない請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記半導体素子は、ＩＧＢＴ素子であり、
　前記裏側半導体層は、前記裏面に露出するコレクタ層と、前記コレクタ層と前記ドリフ
ト層との間に形成されたフィールドストップ層と、を有し、
　前記フィールドストップ層と前記ドリフト層側との境界面では、前記段差部分が曲面形
状をなしている請求項１～３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明のひとつは、
　半導体基板（１０）と、半導体基板の表面（１０ａ）及び裏面（１０ｂ）に配置された
電極と、を備え、縦型の半導体素子が形成されたセル領域（１２）と、半導体基板の厚さ
方向と直交する平面でセル領域を囲んでいる外周領域（１４）と、が形成された半導体装
置であって、
　半導体基板は、
　セル領域の表面に形成された表側半導体層（２６，２８，３０）と、
　外周領域の表面に形成され、耐圧を向上するための耐圧向上部（４０）と、
　セル領域及び外周領域の裏面に形成された裏側半導体層（３２，３４，３８）と、
　セル領域における表側半導体層と裏側半導体層との間、及び、外周領域における耐圧向
上部と裏側半導体層との間に形成されたドリフト層（３６）と、を有し、
　外周領域では、セル領域に対して、ドリフト層が裏面側に突出しており、
　裏側半導体層とドリフト層との境界面では、外周領域におけるドリフト層の突出により
形成された段差部分（３６ａ）が曲面形状をなし、
　段差部分は、外周領域におけるセル領域との境界とは距離をおいてセル領域の内部に形
成されている。
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